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Telefunken Diode LL4150 Datasheet

LL 4150

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anweandungen: Extrem schnelle Schalter
Abmaessungen in mm

Arschilisse verziong

Kathode
Oy =0y "2, Glasgehause
S0D 80
0,35 - MiniMELF
4 xr0i

Gewicht max. 0.1 g

Absolute Grenzdaten

Pericdische Spitzensperrspannung Unpm 50 L)
Sperrspannung Uy &0 W
StofdurchlaBstrom

t,=1ps Trzm 4 A
Durchlastrom I 600 i,
Durchlastrom, Mittelwert

U, =0 [ - 300 oy
Verlustleistung B, 500 m
Sperrschichttemperatur '.rJ 200 G
Lagerungstemperaturbereich T“‘:1| = B65....+ 200 *C

Maximale Wirmewiderstinde
Sparrschicht-Umgebung

auf Leiterplatte 50 mmx50 mmx1.6 mm A 500 KW
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KenngroBen Min. Typ. Max.
T‘ = 25 “C, falls nicht andars angegeben
DurchlaBspannung
o= 1mA U, 0,54 0,62 v
= 10ma L 0,66 0,74 W
fe= 50 ma Uy 0.76 0,86 v
le = 100 mA L 0,82 0,82 A"
I =200 ma L 0.87 1.0 W
Sparrstrom
U, =50V [ 100 nA
Un=5ﬁ‘u",]"|—'liﬁﬂ‘°c IR 100 pA
Diodenkapazitéi
U, =0, F=1 MHz, U, =50 m¥ Co 2.8 pF
Rickwartserholzeit
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